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Beschreibung 

Bezeichnung der Erfindung: Gehausef ormiges Schirmblech zur 
Abschirmung eines elektrischen Bauteils. 

Die Erfindung betrifft ein gehausef ormiges Schirmblech zur 
Abschirmung eines elektrischen Bauteils nach dem Oberbegriff 
des Anspruchs 1. 

Es ist bekannt, einen opto-elektronischen Transceiver zur 
elektf omagnetischen Abschirmung rait einen Schirmblech zu 
versehen. Derartige Schirmbleche sind haufig als Gehause 
ausgebildet, die auf einer Leiterplatte befestigt sind und 
den Transceiver in sich aufnehmen. Zum AnschluJi eines derart 
angeordneten Transceivers an ein optisches Netzwerk ist ein 
Ende des Schirmblech bzw. Gehauseende durch eine Ruckwand 
einer metallischen Struktur durchgesteckt . Eine Einkopplung 
bzw. Auskopplung von infrarotem Licht in den Transceiver 
erfolgt uber einen optischen Steckverbinder , der im Bereich 
des aus der Ruckwand hervorstehenden Gehauseteils in eine 
Steckerauf nahme des Transceivers Oder eines mit dem 
Transceiver gekoppelten Adapters gesteckt wird. 

Es treten nun bei Datenubertragungsgeschwindigkeiten im 
Bereich von GBit/s unerwiinschte Storstrahlungen auf, die 
insbesondere im Steckerbereich, der allgemein die einzige 
Diskontinuitat des Gehauses bzw. Schirmblechs darstellt, nach 
aufien abgestrahlt werden. So kommen die Bauelemente bei 
diesen Frequenzen in ihren mechanischen Mafien in den Bereich 
der vorherrschenden Wellenlangen . Bedingt durch das 
Schirmblech entstehen Wellenleiterkonf igurationen . Da Schirm- 
bleche in dem genannten Frequenzbereich die Wellen fuhren, 
statt sie abzuschirmen, entstehen schwer beherrschbare Store- 
missionen im Steckerbereich. 

Zur Vermeidung dieses Problems ist es bekannt, das 
Schirmblech jeweils moglichst dicht zu verschlieflen . Dies 
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erfolgt mit teilweise aufwendigen mechanischen 
Konstruktionen, die jeweils versuchen, die Storstrahlung 
einzuschliefien. Es konnen bei sehr hohen Datenraten zwischen 
2,5 und 10 GBit/s jedoch Resonanzerscheinungen des 
5 Schirmblechs (Hohlraumresonanzen) auftreten, wodurch der 
Schirm seine Schirmwir kung verliert. Ein weiterer Nachteil 
bekannter Losungen besteht darin, daft aufgrund des 
Einschlieftens hochf requenter elektromagnetischer Energie zum 
Teil starke leitungsgebundene Verkopplungen in die 

10 Schirmumgebung stattfinden. Dies fuhrt zu immer schwerer 

< beherrschbaren Storstrahiungsproblemen. 

Dementsprechend liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein 
Schirmblech zur Aufnahme und Abschirmung eines elektrischen 
15 Bauteils zur Verfugung stellen, das Storemissionen im 
Steckerbereich des Bauteils moglichst reduziert. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemafi durch ein Schirmblech mit 
den Merkmalen des Anspruchs 1 gelost. Bevorzugte und 
20 vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den 
Unteranspruchen angegeben . 

Danach ist erf indungsgemaft vorgesehen, in einem Bereich des 
k, Schirmblechs , der innerhalb einer metallischen Struktur 
?5 liegt , langliche Aussparungen am Schirmblech vorzusehen, 
durch die elekromagnetischen Wellen aus dem Schirmblech 
gezielt ausgekoppelt werden. Die Erfindung beruht auf dem 
Gedanken, durch Aussparungen im Schirmblech hochf requente 
Energie zumindest fur bestimmte Frequenzen wirksam 
30 abzustrahlen bzw. auszukoppeln . 


Bei der metallischen Struktur handelt es sich beispielsweise 
um ein Gehause Oder urn die Front- oder Ruckwand eines 
grofieren elektrischen Gerates. 

35 

Diese intentionale Auskopplung von Storstrahlung im Inneren 
der metallischen Struktur fuhrt dazu, daft die Storemissionen 
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im Steckerbereich, der auBerhalb der metallischen Struktur 
liegt, entsprechend vermindert sind. Die Abstrahlung 
elektromagnetischer Wellen in den AuBenraum des Schirmblechs 
wird reduziert. Es wird somit eine Abstrahlung in einem 
Bereich des Schirmblechs, in dem die Storst rahlung nicht nach 
aulien treten kann und somit nicht storend ist, bewuBt 
herbeigefuhrt . Die storende Abstrahlung in den AuBenraum wird 
entsprechend reduziert. 

In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung handelt es 
sich bei den Aussparungen urn langliche Schlitze b z w . Schlitz- 
strukturen. Die Lange der Schlitze betragt bevorzugt A/2 der 
abgestrahlten Storfrequenz, wobei der Schlitz fur die 
Wellenlange A analog einem Dipol als Antenne wirkt. Gegeniiber 
einem Dipol sind die elektrische Feldstarke E und die 
magnetische Feldstarke H dabei vertauscht, da der Schlitz 
selbst naturgemaB nicht stromfuhrend ist. 

Die Schlitze verlaufen bevorzugt in Langsrichtung des 
Schirmblechs. Es ist doch ebenfalls moglich, daB sie quer 
oder winklig zur Schirmblechlangsrichtung ausgestaltet sind. 
In letzterem Fall ist inbesondere vorgesehen, daB sie als 
Querstrahler ausgebildet sind, die im wesentlichen quer zu 
einer Langsseite des Schirmblechs verlaufen. Weiter kann 
vorgesehen sein, mehrere Schlitze unterschiedlicher Lange im 
Schirrnblech auszubilden, durch die unterschiedliche 
Wellenlangen verstarkt ausgekoppelt werden. 

Urn die Signalintegritat im Inneren der metallischen Struktur 
nicht zu gefahrden, ist auf die erf indungsgemaBen Schlitz- 
strukturen in e iner bevorzugten Weiterbildung ein geeignetes 
Absorbermaterial aufgebracht, das elektromagnetische Wellen 
der abgestrahlten Frequenz absorbiert. 

Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezugnahme auf die 
Figuren der Zeichnung anhand mehrerer Ausf uhrungsbeispiele 
naher erlautert. Es zeigen: 
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Figur 1 


die Anordnung eines Schirmblechs in einer 
metal lischen Struktur; 


Figur 2 


ein erstes Ausf uhrungsbeispiel eines erfin- 
dungsgemaBen Schirmblechs ; 


Figur 3 


ein zweites Ausf uhrungsbeispiel 
dungsgemaflen Schirmblechs und 


eines erfin- 


Figur 4 


ein drittes Ausf uhrungsbeispiel 
dungsgesmafien Schirmblechs . 


eines erfin- 


Figur 1 zeigt schematisch die Anordnung eines 
erfindungsgemaUen Schirmblechs 1 in bezug auf eine 
metallische Struktur 3> die das Schirmblech 1 teilweise 
umgibt. Bei der metallischen Struktur 3 handelt es sich 
insbesondere um ein metallisches Gehause bzw. die Front- oder 
Ruckwand eines grofteren elektrischen Gerates. 

Das Schirmblech 1 ist als Gehause ausgebildet, das 
insbesondere der Aufnahme eines opto-elektronischen 
Transceivers dient. Das gehausef ormige Schirmblech 1 ist auf 
einer Leiterplatte 2 befestigt, die beispielsweise die 
Hauptplatine eines Computers darstellt. 

Das Schirmblech 1 weist einen hinteren Bereich la auf, der 
innerhalb der metallischen Struktur 3, beispielsweise dem 
Blechgehauses eines Computers angeordnet ist. Von der 
metallischen Struktur ist lediglich eine Gehauseruckwand 3 
dargestellt, die eine Offnung 31 ausbildet. Das Schirmblech 
weist des weiteren einen vorderen Bereich lb auf, der durch 
die Offnung 31 des Schirmblechs 1 gesteckt ist und 
dementsprechend aus der metallischen Struktur herausragt. 

Der im Gehause montierte oder in dieses eingesteckte 
Transceiver bildet in dem vorderen Gehausebereich lb eine 
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Steckerauf nahme bzw. einen optischen Port 5 aus, der der 
Ankopplung eines optischen Steckers an den Transceiver dient. 
Im Bereich des optischen Ports 5 besteht verstarkt die Gefahr 
einer Storabstrahlung elektromagentischer Wellen in die 
Umgebung, da der Portbereich eine Diskontinuitat des 
Schirmblechs 1 darstellt. 

Fur eine elektrische Kontaktierung des Schirmblechs 1 mit der 
Gehauseruckwand 3 sind im Bereich des Durchtritts durch die 
Offnung 31 schematisch dargestellte Kontaktf edern 11 am 
Schirmblech 1 ausgebildet, die in elektrischem Kontakt mit 
der Gehauseruckwand 3 stehen. 

Figur 2 zeigt ein erfindungsgemafies Schirmblech. Es weist 
eine geschlossene oder zumindest teilgeschlossene Struktur 
mit Seitenwanden 10a, '10b, einer oberen Wand 10c und einer 
Ruckwand lOd auf . Auf eine Bodenplatte kann zumindest . 
teilweise verzichtet werden, sofern das Gehause unmittelbar 
auf eine Leiterplatte aufgesetzt ist. Das Schirmblech bildet 
an seinem hinteren, innerhalb der metallischen Struktur 
liegenden Bereich la an der oberen Wand 10c einen 
Langsschlitz 4 aus. 

Der Langsschlitz stellt edne Schlit zantenne fur solche elek- 
tromagnetischen Wellen dar, deren Wellenlange doppelt so groft 
ist wie die Lange des Schlitzes 4. Dementsprechend wird die 
Schlitzlange derart gewahlt, dafi sie gleich A/2 der am 
ehesten storenden Frequenzen betragt. Dabei ist es moglich, 
Langsschlitze verschiedener Lange an dem Schirmblech 
auszubilden, so da/5 eine Abstrahlung uber einen gewissen 
Frequenzbereich erfolgt. Der Langsschlitz 4 weist bevorzugt 
eine Lange zwischen 3,75 mm (A/2 fur 40 GHz) und 15 cm (A/2 
fur 1 GHz) auf. 

Die Schlitze sind als einfache Ausstanzungen im Schirmblech 
ausgebildet und dementsprechend einfach und kostengunst ig 
herstellbar. Sie konnen ebenso an den anderen Gehauseseiten 
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10a, 10b oder lOd ausgebildet sein. 

Im vorderen Bereich lb des Gehauses 1 ist eine schematisch 
angedeutete Steckerauf nahme bzw. optischer Port 5 des im 
5 Schirmblech 1 angeordneten Transceivers ausgebildet. Der 
Bereich lb ragt dabei durch einen Ausschnitt einer 
metallischen Gehauseruckwand, wie in Fig. 1 dargestellt. 

In Figur 3 ist eine alternative Ausgestaltung der Erfindung 
10 dargestellt. Hier sind im hinteren Gehausebereich la Schlitz- 
strukturen 4* ausgebildet, die quer oder winklig zur 
Langsachse des Schirmblechs 1 und bevorzugt jeweils von 
Langskante zu Langskante der jeweiligen Gehauseseite 
verlauf en . 

15 

In der Weiterbildung der Erfindung gemaft Figur 4 ist auf die 
Schlit zstrukturen 4* ein Absorbermaterial 6 aufgesetzt, urn 
die abgestrahlte elektromagnetische Strahlung moglichst weit 
zu absorbieren. Hierbei kann es sich beispielsweise urn ein 
20 Absorbermaterial handeln, wie es unter der Bezeichnung „C-RAM 
KRS" „C-RAM KFE" bei der Firma Cuming Microwave, Aron, MA 
02322, USA erhaltlich ist. 

Ebenso kann ebenso vorgesehen sein, ein entsprechendes Absor- 
bermaterial 6 auf den Schlit zstrukturen der Figur 1 
auszubilden. Das Vorsehen eines Absorbermaterials reduziert 
die Auskopplung von Storstrahlung in das Innere der 
metallischen Struktur (des Computergehauses ) , so daft die 
Gefahr verringert wird, daft die Signalintegritat im Inneren 
30 der metallischen Struktur gefahrdet wird. Allerdings hat sich 
qezei qt, daft diese Gef ahr ohnehin sehr gering ist . 


Durch die erf indungsgemafte Ausbildung von Schlit zstrukturen 
im hinteren Bereich des Schirmblechs erfolgt eine verstarkte 
35 Abstrahlung von Storstrahlung in das Innere der metallischen 
Struktur. Dadurch wird die aus dem Steckerbereich 5 
austretende, in die Umgebung abgestrahlte Storstrahlung 
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reduziert . 

Die Erfindung beschrankt sich in ihrer Ausfuhrung nicht auf 
die vorstehend dargestellten Ausf uhrungsbeispiele . Wesentlich 
fur die Erfindung ist allein, daft in einem Teil eines 
gehausef brmigen Schirmblechs , der sich innerhalb einer 
metailischen Struktur befindet, Schlit zstrukturen ausgebildet 
sind, durch die elektromagnetische Storstrahlung gezielt aus 
dem Schirmblech und in die geschlossene metallische Struktur 
ausgekoppelt wird . 
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Patentanspruche 

1. Gehausef ormiges Schirmblech zur Abschirmung eines 
elektrischen Bauteils, insbesondere eines hochfrequenten, 
opto-elektronischen Transceivers, mit einem ersten Bereich, 
der innerhalb einer metallischen Struktur anordbar ist und 
mit einem zweiten Bereich, der durch einen Ausschnitt der 
metallischen Struktur steckbar ist, 

dadurch gekennzeichnet, 

daJi im ersten Bereich (la) des Schirmblechs (1) langliche 
Aussparungen (4, 4*) vorhanden sind, durch die innerhalb des 
Schirmblechs (1) entstehende elektromagnetische Wellen aus 
dem Schirmblech (1) ausgekoppelt werden. 

2. Schirmblech nach Anspruch 1, dadurch 

gekennzeichnet, daft es sich bei den Aussparungen urn 
langliche Schlitze (4) handelt. 

3. Schirmblech nach Anspruch 2, dadurch 

gekennzeichnet, daft die langlichen Schlitze (4) eine 
Lange von A/2 der ausgestrahlten elektromagnetischen Wellen 
besitzt. 

4. Schirmblech nach Anspruch 2 oder 3, dadurch 
gekennzeichnet , daft die langlichen Schlitze (4) in 
Langsrichtung des Schirmblechs (1) verlaufen. 

5. Schirmblech nach mindestens einem der Anspriiche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dafl die Schlitze (4 y ) quer 
oder winklig zur Langsrichtung des Schirmblechs (1) 
verlaufen . 
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6. Schirmblech nach Anspruch 5, dadurch 

gekennzeichnet, dafi die Schlitze (4*) sich zwischen 
den gegenuberliegenden Kanten einer Seitenflache des 
Schirmblechs erstrecken. 

5 

7. Schirmblech nach mindestens einem der Anspruche 2 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daft mehrere Schlitze 
unterschiedlicher Lanqe im Schirmblech (1) ausgebildet sind. 

10 8. Schirmblech nach mindestens einem der vorangehenden An- 

,J spruche, dadurch gekennzeichnet, daft fiber die im 
(Iff 

^ Schirmblech (1) ausgebildeten langlichen Aussparungen (4*) 

ein elektromagnetische Wellen absorbierendes Absorbermaterial 

O 

(6) aufgebracht ist. 

15 

9. Schirmblech nach mindestens einem der vorangehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daft das 
Schirmblech (1) ein Gehause zur Aufnahme des elektrischen 
Bauteils ausbildet - 
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Zusammenf as sung 

Bezeichnung der Erfindung: Gehausef ormiges Schirmblech zur 
Abschirmung eines elektrischen Bauteils. 

Die Erfindung betrifft ein gehausef ormiges Schirmblech zur 
Abschirmung eines elektrischen Bauteils, insbesondere eines 
hochfrequenten, opto-elektronischen Transceivers, mit einem 
ersten Bereich (la), der innerhalb einer metallischen 
Struktur liegt und mit einem zweiten Bereich (lb), der durch 
einen Ausschnitt der metallischen Struktur steckbar ist und 
eine Aufnahmeof fnung zur Ankopplung eines Steckers aufweist. 
Erf indungsgemafi sind im ersten Bereich (la) des Schirmblechs 
(1) langliche Aussparungen (4) vorhanden, durch die innerhalb 
des Schirmblechs (1) entstehende elektromagnetische Wellen 
gezielt aus dem Schirmblech (1) ausgekoppelt werden . 


Fig. 2 
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Fig. 4 
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